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【背景】 
アクティブマトリクス型のディスプレイに用いられる薄膜トランジスタの半導体層は、アモル

ファスシリコン（a-Si）や低温ポリシリコン（LTPS）といった Si 系が主流であるが、近年 InGaZnO
（以下、IGZO）に代表される酸化物半導体の研究が活発に行われ 1, 2)、ディスプレイへの適用が

進み一部商品化されている 3)。IGZO において、In3+はキャリアパスの役割を果たし大きな電子移

動度を材料に与え、Ga3+はキャリアキラーの役割を果たしキャリア濃度を制御し、Zn2+は膜の非

晶質化の効果を与える 4)。これらの材料設計により、IGZO は a-Si よりも TFT の移動度が 1 桁高

く、off 電流が低いという特徴が得られる。しかしながら、更なる高精細化や狭額縁化が必要なデ

ィスプレイに酸化物半導体を適用するためには、IGZO よりも更に高い移動度が必要となる 5)。 
そこで、本研究では IGZOよりも高い移動度が得られる酸化物半導体材料の開発を目的として、

In をベースとして様々な元素を加えた酸化物半導体材料の膜特性を評価した。 
 
【実験結果】 

In をベースとした酸化物半導体膜を DC マグネトロンスパッタリング法により 50 nm 成膜し、

その後 400℃、15 min の大気アニールを実施し、ホール効果測定を行った。ホール効果測定には

Nanometrics 社製の HL5580 を使用した。 
Figure.1 にキャリア密度とホール移動度の関係を示す。その結果、添加材料を加えることでキャ

リア密度及びホール移動度を制御できることが分かった。 
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Fig.1 Hall mobility dependence of Carrier density 
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